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Ge-(Sb)-Te 薄膜は相変化メモリ等に応用されている代表的な相変化材料であり、我々

はこれを用いた放射線センサーへの応用を進めている。これまでに、Ge-(Sb)-Teに Ag電極

を用いた Agの異常拡散に基づくガンマ線照射による抵抗変化を報告してきた[1]。本研究で

は Ag 電極を不活性な Pt により保護して電極構造を改善することによって、ガンマ線照射

に対し、10kΩ付近の抵抗値において安定した可逆な抵抗変化を示す素子を作製できたので

これを報告する。 

 

Fig.1. (a) Schematic and (b) optical microscope image of the device structure. (c) Real-time resistance 

measurement with and without gamma-ray irradiation at 2k Gy/h. 

素子[Fig.1(a, b)]は次のように製作した。まず Si/SiO2基板上にスパッタリングによって膜

厚 50nm の Ge-(Sb)-Te 薄膜を成膜した。次に、Ge-(Sb)-Te 薄膜の上面に EB 蒸着によって

50nm の膜厚の Ag 電極を形成し、更に Ag 電極の上面に Pt を 10nm 成膜した。最後にワイ

ヤーボンディングパッドとして Ti/Au電極を EB 蒸着により形成した。Fig.1(c)に 1時間毎の

ガンマ線の照射に対する素子のリアルタイム抵抗変化を示す。10kΩ程度の抵抗値を示す素

子において、ガンマ線照射による 4%程度の可逆的な抵抗変化を繰り返し観測できた。 
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